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PredloZena disertacni prdace se vrozsahu 90 stran vénuje problematice GaN polovodicove
techniky ve vykonové elektronice a jeji aplikaci v DC/DC meénicich, optimalizovanych na
ucinnost a vysokou objemovou hustotu wykonu s cilem pouZiti v serverech a
telekomunikacnich zarizenich.

Teoreticka ¢ast analyzuje soucasny stav technologie GaN soucastek dostupnych na trhu, vnitfni
struktury spinacich tranzistor a stim souvisejici rlizné zpUsoby fizeni soucastek. V druhé
kapitole autor stanovuje cile disertacni prace. Nasleduje studie fidicich obvodt hradla pro
rlzné technologie GaN. Ctvrtd kapitola se zabyva problematikou chlazeni GaN soucastek
vSMD provedeni. Kdy zmenSovani vykonovych souédstek je Zadouci pro minimalizaci
méni¢d, ale vede na problém sjejich chlazenim. Pata kapitola rozebira problematiku
konstrukce PCB v aplikacich pro ménice s vysokou spinaci frekvenci. Dalsi kapitola popisuje
dynamicky odpor kandlu GaN soucdstek. Sedmd kapitola se zabyva optimalizaci DC/DC
ménite sGaN soucdstkami provozovaného vreZimu tvrdého spinani. Posledni kapitola
popisuje fedeni obvodu driveru s rekuperaci.

Zvoleny postup Fedeni je dle mého nazoru plné v souladu s obecnymi zvyklostmi. Kapitoly
jsou pak logicky ¢lenény od rozboru soucasného stavu GaN soucdstek, pfes analyzu méreni
vybranych veligin, stavbu experimentalniho pracovisté, k findIni realizaci funkéniho vzorku a
jeho experimentalni ovéreni.

1) Obor disertace a aktualnost

Namét disertaéni prace PLNE odpovidé oboru disertace — Silnoproudd elektrotechnika a
elektroenergetika.

Problematikou polovodicovych ménicli s vysokou hustotou vykonu s vyuZitim modernich
WBG soucastek se vénuje fada pfednich vyzkumnych pracovist a renomovanych vyrobcl
polovoditovych soucdstek. Z tohoto pohledu se jedna o aktualni téma.



2) Pavodni pfinos

Za hlavni pfinosy prace povazuji provedeni komplexni optimalizace DC/DC ménice s vyuzitim
modernich GaN tranzistord. Hlavni diraz byl kladen na problematiku chlazeni soucdstek v
SMD provedeni, konstrukce PCB pro ménice svysokou spinaci frekvenci, fizeni DC/DC
ménice a experimentdlni ovéfeni véetné méfeni EMC problematiky.

3) Publikacni ¢innost

Ing. Michal Sir je autorem nebo spoluautorem 4 odbornych clank( (véetné mezindrodnich
konferenci) a jednoho amerického patentu. Dle publikacni ¢innosti je zfejmé, Ze jadro prace
bylo na patficné urovni publikovano.

4) Veédecka cinnost uchazece

Dle seznamu tvaréich aktivit uchazecée, udéleného amerického patentu, lze o Ing. Michalu
Sirovi prohlasit, 7e se jednd o pracovnika s védeckou erudici. S ohledem na rozsah prace je
tkoda, 7e autor nema vice vystupl ve formé napf. funkéniho vzorku &i vyzkumné zpravy.

Vzhledem k odborné Urovni, pfinosu pro obor, publikacni ¢innosti a zpracovani, disertacni
praci Ing. Michala Sira s nazvem ,,Comparison and optimization of DC/DC Power Conversion
Topologies Using GaN FET Technology for High Efficiency and Power Density Power
Converters” doporucuji k obhajobé a doporuéuji udéleni akademického titulu ,,PhD" jejimu

autorovi.

V Plzni, dne 26.10.2021

Doc. Ing. Pavel Drabek, Ph.D.

Dotazy k doktorské disertacni praci

1. Dle obr. 85 se méfeni G¢innosti tykd pouze AC/DC vstupniho ménice ,Totem-pole, proc
se neméfil cely ménic véetné DC/DC ménice? Kdyz i téma prace se tyka DC/DC ménice?
Zapojeni méfeni je véetné vstupni tlumivky, ale bez vstupniho EMI filtru. PFedpokladam,
e pro splnéni norem pro emise do napajeci sité je nutné zapojeni EMI filtru. Provadel
jste néjaka méfeni u¢innosti véetné EMI filtru?

2. GaN soudastky jsou zndmé pro moZnost dosaZeni vysokych spinacich frekvenci diky
velmi kratkym zapinacim a vypinacim Castim. DUsledkem je moZnost dosaZeni vysokych
hodnot dU/dt, které mohou mit vliv na izolaéni systém v dusledku ¢astecnych vybojt.
Zabyval jste se problematikou ¢astecnych vybojl pfi vyvoji GaN ménice?





